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Кремнієві МОН -  структури (метал -  оксид -  напівпровідник) з 
нанорозмірним пористим оксидним шаром дуже перспективні для виготовлення на 
їх основі ємнісних сенсорів вологості газових середовищ, так як мають високу 
вологочутливість, малий гістерезис та лінійність робочої характеристики [1]. 
Механізми вологочутливості структур були розкрити раніше [2], однак причини 
лінійності робочої характеристики з ’ясовані не були.

На основі розбору еквівалентних схем в роботі отримані вирази, які 
установлюють зв’язок між вимірюваними низько (Ст1р)- та високочастотними (Стнр) 
ємностями структури та її електричними і електрофізичними параметрами. Аналіз 
цих виразів дозволив установити розрахункові залежності ємностей від відносної 
вологості оточуючого газового середовища ф. Показано, що при великої густині 
«біографічних» поверхневих станів ОДО) на межі розділу кремній п-типу -  оксид, 
коли поверхневий потенціал структур лінійно зменшується при збільшенні вологості 
[3], та з урахуванням експериментально встановленого лінійного збільшення 
густини поверхневих станів ЭДср), пов’язаних з адсорбованими молекулами води 
[2,3], низько - та високочастотна ємність структур лінійно збільшуються:
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У цих виразах: ЇДО) -  поверхневий потенціал структури при ф = 0; С, ,£ |, б -  питома 
ємність, абсолютна діелектрична проникність та товщина оксидного шару, 
відповідно; 5 - відстань від рівня Фермі до дна зони провідності кремнію у 
нейтральній області; es , Nj -  абсолютна діелектрична проникність кремнію та 
концентрація донорів у ньому, відповідно; решта позначень -  загальноприйняті.

Порівняння експериментальних залежностей низько- та високочастотної 
ємності від вологості повітря для однієї з характерних досліджених структур з 
розрахунковими залежностями за приведеними вище виразами дозволило зробити 
висновок про коректність виконаного аналізу структур і одержаних на його основі 
виразів для розрахунку низько - та високочастотної ємності при зміні вологості 
повітря.
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